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光の応用：光情報システムの基本構成

基本構成

発光素子 光制御素子 受光素子

光情報処理機器

・液晶ディスプレイ

ランプ 液晶パネル 目

・レーザ・プリンタ

半導体レーザ 回転多面鏡 感光ドラム

・光ディスク

半導体レーザ フォトダイオード光ディスク

光通信システム

半導体レーザ

光変調器

フォトダイオード

光ファイバ
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光制御素子：受動素子

プリズム 回折格子
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光制御素子：能動素子

回転ミラーによる制御

レーザプリンタ
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電気光学素子
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音響光学素子 (AOモジュレーター)

弾性波によるひずみ
　　　　　↓
　屈折率の変化
　　　　　↓
屈折率の回折格子
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λθ ≈ 周波数に比例
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電気光学効果による変調

屈折率変化が電場の一次
　　→　ポッケルス効果

x, z方向の電場の位相が変わる
　→入射と出射の偏光方向が変わる
　→出口の偏光子で選択
　→強度変化

x, z方向の屈折率が変わる
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電気光学効果による変調

nLL ∆=∆
長さLの部分の屈折率変化Δnによる光学長の変化ΔL

ΔLに伴う位相変化Δφ
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•分岐干渉型強度変調器

L

n 干渉により、光強度を制御

•方向性結合型強度変調器

任意の割合で、光を分割

光のしみ出し(エバネッセント波)
による導波路間の光の結合
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全反射(復習)
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θ1＞θcのとき全反射
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エバネッセント波
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エバネッセント波

しみ出し

導波路
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課題

1. 電気光学素子の偏向角Δφの式を導出せよ。

2. 音響光学素子のブラッグ角θBを導出せよ。

3. 分岐干渉型強度変調器で強度が変調できる理由を考えよ。
　　位相変化をΔφとすると、入射光I0に対して出射光Iは
　　どうなるか？
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